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高品质的量子材料与器件是量子信息技术发展的前提与基础，其中量子光源（单光子源/纠缠光子源）是核心器件
之一。理想的量子光源应具备可确定性产生、高亮度、高全同性等品质，纠缠光子源还需要保证高纠缠保真度。基
于分子束外延技术制备的半导体量子点因具有同时满足上述要求的潜力而受到广泛重视[1]。报告将系统介绍我们
通过优化分子束外延生长技术，在GaAs（001）衬底上制备高品质量子点光源的技术进展。优化后的GaAs量子点制
备的量子光源在没有外部调控和光腔的情况下辐射的光子即可表现出了很高的单光子纯度(>99.8%)，全同性
(0.93±0.07)和偏振纠缠保真度(0.94±0.01)。施加应力调控后，其纠缠保真度可达0.98 [2-4]。在高亮度量子光
源的制备方面，我们通过将InAs量子点集成到椭圆微柱腔中获得了光子计数高达13.7MHz的单光子源，还利用环形
布拉格光腔的宽波段增强效应制作了高亮度的纠缠光子源，均为目前同类器件最优水平。[5]。 
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